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Abstract (en)
[origin: EP0380996A1] In a hydrothermal process for preparing sodium silicate solutions with a high SiO2:Na2O molar ratio, a crystalline silicon
dioxide is reacted with an aqueous solution of sodium hydroxide. The process is characterized in that the crystalline silicon dioxide used is a quartz
tempered at temperatures from 1100 DEG C up to its melting point, and that this tempered quartz is reacted with an aqueous solution of sodium
hydroxide at a concentration between 10 and 50 wt.%, in a closed pressure reactor at temperatures between 150 and 300 DEG C and under
saturated water vapour pressures corresponding to these temperatures.

Abstract (fr)
Selon un procédé de production hydrothermique de solutions de silicate de sodium ayant un rapport molaire élevé entre SiO2 et Na2O, on convertit
du dioxyde de silicum cristallin avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Ce procédé se caractérise par le fait que l'on utilise du quartz
stabilisé à des températures supérieures à 1100°C jusqu'à son point de fusion en tant que dioxyde de silicium cristallin, et que l'on convertit ce
quartz stabilisé avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ayant une concentration comprise entre 10 et 50 % en poids dans un réacteur
à fluide sous pression à des températures comprises entre 150 et 300°C et sous des pressions de vapeur d'eau saturée correspondant à ces
températures.
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